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GŁĘBOKIE CENTRA DEFEKTOWE W WARSTWIE 
CZYNNEJ TRANZYSTORÓW MESFET 

*^Paweł Kamiński, Lech Dobrzański, Roman Kozłowski 

Przeprowadzono badania głębokich centrów defektowych w warstwie 
czynnej tranzystorów MESFET, wytwarzanej poprzez bezpośrednią 
implantację jonów Si"*" do podłoża z półizolującego GaAs. Określono 
temperaturowe zależności szybkości emisji elektronów oraz wyznaczo-
no poziomy energetyczne i przekroje czynne na wychwyt. Opracowano 
metodykę pomiaru rozkładu koncentracji głębokich centrów w war-
stwach implantowanych. 

WPROWADZENIE 

Tranzystor polowy typu MESFET jest podstawowym elementem czyn-
nym nowoczesnych układów scalonych z GaAs. Parametry robocze tego 
przyrządu są jednak silnie zależne od właściwości cienkiej warstwy czynnej, 
która wytwarzana jest najczęściej poprzez bezpośrednią implantację Si^ do 
półizolującego GaAs. W wyniku procesu implantacji oraz następującej po 
nim obróbki termicznej powstaje odpowiedni profil rozkładu koncentracji 
elektronów. Głębokie centra defektowe w warstwie implantowanej po-
chodzą głównie z materiału wyjściowego, którego właściwości półizolujące 
otrzymywane są poprzez wprowadzanie rodzimych defektów EL2 , a także 
poprzez domieszkowanie chromem lub wanadem. Z drugiej strony nie wszy-
stkie defekty sieci powstałe w procesie implantacji zanikają wskutek obróbki 
termicznej [1,2]. Ponadto, obróbka termiczna, polegająca na szybkim grza-
niu i studzeniu materiału, może zakłócać stechiometrię w a r s t ^ czynnej i 
generować dodatkowe defekty punktowe [3,4]. 
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Głębokie centra defektowe mają wielce niekorzystny wpływ na pracę 
tranzystora MESFET. Są one źródłem szumów, a w szczególności szumu 
generacyjno - rekombinacyjnego [5, 6], oraz przyczyną występowania takich 
zjawisk jak anomalne charakterystyki statyczne [7...9], częstotliwościowa dys-
persja transkonduktancji [10,11] i pasożytnicze sprzężenia pomiędzy różny-
mi tranzystorami umieszczonymi na tym samym podłożu [12...14]. Tak więc, 
kontrola właściwości i koncentracji głębokich centrów w warstwie czynnej 
tranzystorów MESFET jest bardzo ważna z punktu widzenia uzysku super-
szybkich układów scalonych z GaAs. 

Celem niniejszej pracy było opracowanie metodyki badania głębokich 
centrów defektowych w warstwie czynnej tranzystora MESFET. Zakres prac 
obejmował zaprojektowanie i wykonanie fotomasek umożliwiających wytwo-
rzenie diod testowych, wykonanie nowego uchwytu pomiarowego do spe-
ktrometru DLS-81, przeprowadzenie pomiarów widm DLTS dla wybranych 
próbek oraz opracowanie metodyki wyznaczania rozkładu koncentracji głę-
bokich centrów w warstwach implantowanych. Badania głębokich centrów 
przeprowadzono za pomocą sterowanego komputerem zestawu pomiarowe-
go, umożliwiającego również pomiar charakterystyk pojemnościowo - napię-
ciowych i wyznaczanie profilu rozkładu koncentracji większościowych 
nośników ładunku. 

METODYKA PRZYGOTOWANIA PRÓBEK 

Próbki do badań głębokich centrów defektowych były w postaci diod 
Schottky'ego, wytwarzanych technologią planarną na warstwie implantowa-
nej. Zaprojektowano i wykonano fotomaski umożliwiające wytwarzanie 
dwóch rodzajów diod, których pojemność warstwy ładunku przestrzennego 
przy zerowej polaryzacji wynosi ~ 20pF oraz ~ 40pF. Oporność szeregowa 
próbek była równa ~ 2Q . Kształt złącza Schottky'ego oraz kształt metaliza-
cji kontaktu omowego ilustruje rys. 1. 

Cienką warstwę typu n o koncentracji elektronów ~ wytwa-
rzano w póhzolującym GaAs poprzez implantację jonów Si"̂  o energii 
150keV. Dawka jonów wynosiła 3xl0^^cmPowierzchnię warstwy implanto-
wanej, której grubość wynosiła ~ 0.2;Mm, zabezpieczano poprzez nałożenie 
warstwy Si02 metodą PECVD. Grubość warstwy tlenku wynosiła 250nm. 
Aktywację implantowanej domieszki przeprowadzano metodą RTP w tem-
peraturze SSO^C w czasie 35s. 
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it«CM SchoUkj'c|̂ i 

konUkt ABKff*̂  

Po usunięciu warstwy ochronnej Si02 nanoszono wielowarstwową meta-
lizację kontaktu omowego. Grubości poszczególnych warstw: AuGe (12%, 
eutektyka), Ni, AuGe (12%) i Au wy-
nosiły odpowiednio 37nm, lOnm, 
20nm i 80nm. Wzór metalizacji omo-
wej wytwarzano za pomocą foto-
litografii odwrotnej. Metalizację 
wtapiano w piecu RTP w temperatu-
rze 400°C . Czas wtapiania wynosił 1 
minutę. 

Po wtopieniu metalizacji omo-
wej wykonano fotolitografię pod 
złącze Schottky'ego a następnie na-
parowano warstwę Cr o grubości 
30nm oraz warstwę Au o grubości 
400nm. Płytkę z wykonanymi dioda-
mi Schottky'ego cięto na struktury 
piłą diamentową. Pojedyńcze stru-
ktury przyklejano pastą EPOTEK do 
przepustów typu TO-18 a następnie, 
metodą ultrakompresji, wykonywano 
połączenia drutem aluminiowym o 
średnicy 25//m. 

Rys. 1 
Projekt fotomaski zastosowanej do 

wytwarzania diod Schottky'ego, służących 
do badania głębokich centrów defektowych 

w warstwach implantowanych. 

WYNIKI BADAN 
MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

Implantację Si przeprowadzono do płytek pochodzących z trzech pół-
izolujących monokryształów GaAs wyciąganych metodą Czochralskiego w 
kierunku <100>. Kiyształy te charakteryzowały się zbliżonymi parametrami 
elektrycznymi chociaż ich właściwości półizolujące otrzymane zostały w róż-
ny sposób. Parametry elektryczne materiałów wyjściowych, wyznaczone na 
podstawie pomiarów hallowskich, zestawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1. Zestawienie parametrów elektrycznych półizolujących kryszta-
łów GaAs, z których przygotowano płytki do wytworzenia 
warstw implantowanych. 

Lp. Domieszka Nr kryształu p [Qcm] ¡1 [cm^A ŝ] n [cm'̂ ] Płaszczyzna 

1 In 1090 
3,8x10^ 2800 3,1x10"' 

1 In 1090 
4,4x10"̂  3000 5,4x10^ II 

2 V(V205) 1114 
1,5x10'̂  3600 1,16x10® 

2 V(V205) 1114 2,5x10^ 3420 7,31x10'' II 2 V(V205) 1114 

3,36x10^ 3150 5,9x10"̂  III 

3 Cr 967 
9,8x10"̂  3500 1,4x10'' 

3 Cr 967 
1,4x10® 3800-4000 6,2x10^ 

W przypadku GaAs domieszkowanego ( ~ 2% )In właściwości półizolu-
jące materiału powstają dzięki obecności głębokich centrów EL2, które są 
głębokimi donorami i kompensują płytkie akceptory związane z obecnością 
węgla w stopionym GaAs. Ind jako domieszka izowalencyjna jest nieaktywny 
elektrycznie i jego wprowadzenie służy wyłącznie zmniejszeniu gęstości dys-
lokacji. Koncentracja centrów EL2 zależna jest od stechiometrii stopionego 
GaAs i ze wzrostem atomowej zawartości arsenu od 48 do 52% wzrasta od 

do 2xl0^^cm'^ [15]. W półizolującym GaAs:V oprócz centrów 
EL2 występują również głębokie centra wprowadzane przez wanad. Głębo-
kie poziomy związane z wanadem nie zostały dotychczas dokładnie zbadane. 
Znany jest donorowy poziom [16] E^ - 0.22eV . Obserwowane są również 
pułapki elektronowe, charakteryzujące się energią aktywacji w zakresie 
0.74...0.77eV [17,18]. Nie stwierdzono jednak czy pułapki te pochodzą od 
centrów EL2 czy też związane są z atomami wanadu. Można przypuszczać, 
że centra EL2 w znacznym stopniu są odpowiedzialne za właściwości półizo-
lujące GaAs:V [17]. W przypadku GaAs domieszkowanego chromem właści-
wości półizolujące powstają w wyniku kompensacji płytkich donorów przez 
atomy chromu w stanie ładunkowym Cr^^, które są głębokimi akceptorami. 
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ROZKŁADY KONCENTRACJI ELEKTRONÓW 

Rozkłady koncentracji elektronów w warstwach implantowanych okre-
ślono na podstawie pomiarów charakterystyk pojemnościowo-napięciowych 
(C-V), które przeprowadzono za pomocą sterowanego komputerowo mier-
nika pojemności typu HP4280A. Charakterystyki C-V mierzone były w róż-
nych odstępach czasu pomiędzy kolejnymi przyrostami napięcia wstecznego, 
przykładanego do diody Schottky'ego. Na rys.2 zilustrowano wpływ 
opóźnienia pomiędzy kolejnymi przyrostami U r na wyznaczony rozkład kon-
centracji elektronów. 
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Rys. 2 
Profil rozkładu koncentracji elektronów w warstwie implantowanej 

wyznaczony w różnych odstępach czasu pomiędzy impulsowymi przyrostami 
napięcia polaryzującego o amplitudzie 0,1V. 

Jak widać z danych przedstawionych na rys. 2, wynik pomiaru rozkładu 
koncentracji elektronów w warstwach implantowanych nie jest jednoznaczny 
w zakresie koncentracji < W zakresie tym koncentracja głębo-
kich centrów defektowych staje się porównywalna z koncentracją Sioa- Nie-
jednoznaczny wynik koncentracji elektronów spowodowany jest termiczną 
emisją elektronów z głębokich centrów, która wywołuje relaksację pojem-
ności w temperaturze pokojowej. Najdokładniejsze wartości koncentracji 
elektronów w warstwach implantowanych otrzymywane są wówczas, kiedy 
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Rys. 3 
Rozkład koncentracji elektronów w warstwie otrzymanej poprzez implantację Si"*" 

do półizolującego GaAs domieszkowanego indem. 
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Rys.4 
Rozkład koncentracji elektronów w warstwie otrzymanej poprzez implantację Si"*̂  do pół-

izolującego GaAs domieszkowanego wanadem. 
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Rys.5 
Rozkład koncentracji elektronów w warstwie otrzymanej poprzez implantację Si"*" do pół-

izolującego GaAs domieszkowanego chromem. 

pomiar charakterystyk C-V przeprowadzano przy możliwie krótkich 
opóźnieniach pomiędzy kolejnymi przyrostami Ur . W tych warunkach czas 
pomiaru jest znacznie krótszy od stałej czasowej relaksacji pojemności war-
stwy ładunku przestrzennego. Przykładowe rozkłady koncentracji elektro-
nów w warstwach otrzymanych w wyniku implantacji Si"̂  do płytek z różnych 
póhzolujących monokryształów GaAs przedstawiono na rys. 3, rys. 4 i rys. 5. 
Rozkłady te, typowe dla warstwy czynnej tranzystora MESFET, wyznaczono 
na podstawie charakterystyki C-V zmierzonej przy opóźnieniach pomiędzy 
przyrostami U r równych O,Ols. 

WIDMA DLTS 

Widma DLTS mierzono za pomocą spektrometru DLS-81 połączonego 
z komputerowym systemem automatycznej rejestracji i przetwarzania da-
nych. Na rys.6 przedstawiono typowe widmo DLTS dla warstwy powstałej w 
wyniku implantacji Si^ do póhzolującego GaAs:In. 
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Rys.6 
Typowe widmo DLTS dla warstwy otrzymanej poprzez implantację Si^ do półizolującego 
GaAs:In; napięcie wsteczne UR = -1.5 V, amplituda impulsu zapełniającego UI = 1.25V, 
czas trwania impulsu zapełniającego T= 50//S. Wstawka ilustruje powiększony fragment 

widma w zakresie 80-300K zmierzony przy T=10^S. 

Jak wynika z danych przedstawionych na rys. 6, w warstwie implantowa-
nej, wytworzonej na podłożu póHzolującego GaAs:In obserwowane są trzy 
głębokie centra defektowe oznaczone jako Tl , T2 i T3. Koncentracja domi-
nujących centrów T3 wynosi około l x l 0 ^ ^ c m z a ś koncentracja centrów T l 
i T2 jest równa odpowiednio ~ 4xl0^''cm"^ i ~ 

Temperaturowe zależności odwrotności szybkości emisji elektronów wy-
znaczone dla centrów Tl, T2 i T3 przedstawiono na rys.7. 

Na podstawie zależności pokazanych na rys.7 określono wartości energii 
aktywacji E^ i pozornego przekroju czynnego na wychwyt elektronów a^ dla 
poszczególnych głębokich centrów defektowych. Wartości te zestawione zo-
stały w tabeli 2. 
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Rys.7 
Wykresy Arrheniusa dla głębokich centrów T1,T2 i T3 wykrytych w warstwie otrzymanej 
w wyniku implantacji Si do półizolującego GaAs:In. Linie ciągłe zostały dopasowane 

metodą regresji liniowej do punktów eksperymentalnych. 

Tabela 2. Parametry elektryczne głębokich centrów defektowych wykry-
tych w warstwach implantowanych wytworzonych wpółizolują-
cym GaAs:In. 

Pułapka Ea[eV] aa [cm^] Uwagi 

Tl 0,12 4,8x10" '̂* 

T2 0,38 1,8x10"^" 

T3 0,76 2,2x10" '̂' Centra EL2 

Dominującymi centrami defektowymi w warstwach wytworzonych po-
przez implantację Si"̂  do półizolującego GaAs:In są centra T3, których 
energia aktywacji wynosi 0.76eV i jest zgodna z cytowanymi w literaturze 
wartościami energii aktywacji centrów EL2 w warstwie czynnej tranzystora 
MESFET [19, 20]. Należy dodać, że energia aktywacji centrów EL2 w 
GaAs:In o koncentracji elektronów ~ 2x10^^ cm ^ nie poddanym procesowi 
implantacji, jest większa i wynosi 0.81eV [21]. Fakt ten może być spowodo-
wany wpłjwem silnego pola elektrycznego, które w warstwie czynnej o kon-
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centracji donorów > IxlO^'cm'^ przewyższa 2xlO^V/cm, na szybkość emisji 
elektronów z centrów EL2 [22, 23]. Centra T l i T2 trudno przyporządkować 
defektom w materiale wyjściowym i prawdopodobnie powstają one w proce-
sie wytwarzania warstwy implantowanej. 

Widmo DLTS, typowe dla warstw wytworzonych poprzez implantację 
Si"*" do półizolującego GaAs:V, zilustrowano na rys.8. 
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Rys.8 
Widmo DLTS typowe dla warstw implantowanych wytworzonych w półizolującym 

GaAs:V; napięcie wsteczne U R = - 2 V , amplituda impulsu zapełniającego U I = L 5 V , 
czas trwania impulsu zapełniającego T = 5 0 / i S . 

W warstwach tych zaobserwowano dwie pułapki oznaczone na rys.8 
jako T l i T2. Koncentracja dominujących centrów T2 jest rzędu ~ 6xl0^^cm"^ 
zaś koncentracja centrów T l wynosi około 5xlO '̂̂ cm" .̂ Temperaturowe za-
leżności odwrotności szybkości emisji wyznaczone dla centrów T l i T2 przed-
stawiono na rys.9. 
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Rys.9 
Wykresy Arrheniusa dla głębokich centrów Tl i T2 występującycti w warstwacłi 

otrzymanycłi w wyniku implantacji Si"*" do półizolującego GaAs:V. 

Wartości energii aktywacji i pozornego przekroju czynnego na wychwyt 
elektronów dla centrów Tl i T2 zestawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Parametry elektryczne głębokich centrów defektowych 
wykrytych w warstwach implantowanych wytworzonych w 
póhzolującym GaAs:V. 

Pułapka E a [eV] CTa [cm ]̂ Uwagi 

Tl 0,34 4,7x10"'̂  
Wykryte także w warstwacłi wytworzonycłi w 
GaAs:Cr 

T2 0,75 1,5x10-1^ Prawdopodobnie centra EL2 

Parametry elektryczne centrów T2 są w granicach błędu pomiaru równe 
parametrom centrów T3 wykrytym w warstwach otrzymanych w GaAs:In. 
Tak więc, centra T2 są prawdopodobnie centrami EL2 pochodzącymi z 
materiału wyjściowego. Centra T l mogą być centrami EL6, które występują 
zarówno w materiałach wyjściowych jak i w warstwach implantowanych 
[1, 21]. Tak więc, centra T l mogą być wprowadzane poprzez materiał wyj-
ściowy lub być generowane w procesie wytwarzania warstwy implantowanej. 
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Rys. 10 
Widmo DLTS typowe dla warstw implantowanycli wytworzonycti w półizolującym 

GaAs:Cr; napięcie wsteczne U R = - 2 . 5 V , amplituda impulsu zapełniającego U I = 0 . 5 V , 
czas trwania impulsu zapełniającego T=50/<S. 

Na rys. 10 przedstawiono widmo DLTS typowe dla warstw wytworzo-
nych poprzez implantację Si"*" do póhzolującego GaAs:Cr. W warstwach tych 
wykryto dwie pułapki elektronowe oznaczone jako T l i T2. Koncentracja 
centrów T l wynosi ~ 7xl0^^cm"^ zaś koncentracja centrów T2 jest w przybli-
żeniu równa Temperaturowe zależności odwrotności szybkości 
emisji elektronów charakterystyczne dla centrów T l i T2 ilustruje rys.ll. 
Wartości energii aktywacji oraz pozornego przekroju czynnego na wychwyt 
elektronów dla centrów T l i T2 występujących w warstwach otrzymanych w 
wyniku implantaćji Si"̂  do półizolującego GaAs:Cr zestawiono w tabeli 4. 

Tabela 4. Parametry elektryczne ^ębokich centrów defektowych wykrytych w 
warstwach implantowanych wytworzonych w p^olującym GaAs:Cr. 

Pułapka Ea[eV] o-a [cm^] Uwagi 

Tl 0,33 3,3x10'^^ 
Wykryte także w warstwach wytworzonycłi w 
GaAs:V. 

T2 0,69 2,1x10"^^ Centra związane z Cr. 
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1000/T 

Rys. 11 
Wykresy Arrheniusa dla głębokich centrów defektowych wykrytych w warstwach 

implantowanych wytworzonych w póHzolującym GaAs:Cr. 

Dominujące centra T2 związane są z obecnością chromu w materiale 
wyjściowym. Pułapki elektronowe w GaAs:Cr nie zostały dotychczas w pełni 
zbadane. W pracy [24] wykryto w domieszkowanym chromem objętościo-
wym GaAs poziom Ê , - 0.72eV. W warstwie czynnej tranzystora MESFET 
obserwowano poziom Ej,-0.64eV [20] . Parametry elektryczne centrów T l 
(0.33eV) są w granicach błędu pomiaru zgodne z parametrami centrów T l 
(0.34eV), występującymi w warstwach wytworzonych w GaAs:V. Tak więc, 
centra T l (0.33eV) są prawdopodobnie również centrami EL6, które mogą 
pochodzić z materiału wyjściowego lub być wprowadzane w procesie wytwa-
rzania warstwy implantowanej. 

2 1 

http://rcin.org.pl



Głębokie centra defektowe... 

ROZKłADY KONCENTRACJI GŁĘBOKICH CENTRÓW 

Wyznaczanie profili rozkładu koncentracji głębokich centrów defekto-
wych jest bardzo ważne do oceny wpływu warunków procesu implantacji i 
obróbki termicznej na strukturę defektową warstw implantowanych. Z dru-
giej strony jest to zagadnienie dość trudne ze względu na złożoną analizę 
teoretyczną oraz konieczność prowadzenia pomiarów DLTS przy bardzo 
dużej czułości spektrometru. Dlatego też wyniki spotykane w literaturze 
[1, 2, 25] są często niejednoznaczne. 

Najczęściej stosowane są dwa sposoby wyznaczania rozkładu koncen-
tracji głębokich centrów. Pierwszy sposób polega na przeprowadzeniu cyklu 
pomiarów amplitudy sygnału DLTS przy zachowaniu stałej, dostatecznie 
małej, amplitudy impulsu zapełniającego Uj i zmieniającym się napięciu 
wstecznym Ur . W tych warunkach amplituda relaksacyjnego sygnału AC(t) 
związana jest z emisją nośników ładunku zachodzącą za każdym razem w 
innym, niewielkim, obszarze warstwy ładunku przestrzennego, którego sze-
rokość określona jest wielkością napięć U r i Uj. Drugi sposób polega na 
wykonaniu cyklu pomiarów sygnału DLTS przy stałym, możliwie dużym, 
napięciu wstecznym U^ i użyciu pary impulsów zapełniających, których 
zmienna amplituda różni się o określoną wielkość óUj. Relaksacyjna zmiana 
pojemności związana jest wówczas z obszarem warstwy zaporowej, którego 
szerokość wynika z różnicy amplitud impulsów zapełniajacych. 

W ramach niniejszej pracy sprawdzono obie procedury pomiarowe [26] 
i stwierdzono, że pierwszy z wymienionych sposobów jest bardziej precyzyjny 
ze względu na większą dokładność określania efektywnej szerokości obszaru 
warstwy ładunku przestrzennego, w którym występuje emisja nośników ła-
dunku. 

Rozkłady koncentracji dominujących głębokich centrów wykrytych w 
warstwach wytworzonych poprzez implantację Si"̂  do płytek z różnych pół-
izolujących kryształów GaAs: GaAs:In, GaAs:V i GaAs:Cr przedstawiono 
na rys.: 12,13 i 14. 
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Rys. 12 
Profil rozkładu koncentracji elektronów oraz rozkładu koncentracji centrów T3 (0.76eV) 

w warstwie implantowanej, wytworzonej w GaAs:In; 
UR w zakresie od -2V do -0 .4V, U I = 0 . 4 V . 
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Rys. 13 
Profil rozkładu koncentracji elektronów oraz rozkładu koncentracji centrów T2 (0.75eV) 

w warstwie implantowanej, wytworzonej w GaAs:V; 
UR W zakresie od -2.5 V do -0.5 V, UI=0.5V. 

2 3 

http://rcin.org.pl



Głębokie centra defektowe... 

0.2 0.3 
W [ /¿m] 

0.4 

Rys. 14 
Profil rozkładu koncentracji elektronów oraz rozkładu koncentracji centrów T2 (0.69eV) 

w warstwie implantowanej, wytworzonej w GaAs:Cr; 
UR W zakresie od -2V do -0.3 V, UI=0.3V. 

Równomierne rozkłady koncentracji dominujących centrów defekto-
wych w badanych warstwach implantowanych są dodatkowym potwierdze-
niem, że centra te pochodzą z póKzolującego materiału wyjściowego. 

PODSUMOWANIE 

Opracowano metodykę badania głębokich centrów defektowych w war-
stwie czynnej tranzystora typu MESFET wytwarzanego poprzez bezpośred-
nią implantację Si"̂  do póhzolującego GaAs. Procedura ta może być również 
zastosowana do badania głębokich centrów w warstwach czynnych, wytwa-
rzanych w procesie epitaksji MBE lub MOCVD. 

Opracowanie metodyki stwarza także możliwość badania wpływu wła-
ściwości i koncentracji głębokich centrów w warstwie czynnej na charaktery-
styki szumów tranzystora MESFET. 
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Przeprowadzono badania głębokich centrów w warstwach implantowa-
nych wytworzonych w różnego typu półizolujących kryształach GaAs: 
GaAs:In, GaAs:V i GaAs:Cr. Określono temperaturowe zależności szybko-
ści emisji elektronów i wyznaczono poziomy energetyczne oraz pozorne 
przekroje czynne na wychwyt elektronów. Dominujące centra defektowe w 
warstwach implantowanych pochodzą od materiału wyjściowego, do którego 
celowo je wprowadzano, w celu kompensacji płytkich domieszek. W war-
stwach wytworzonych w GaAs:In i w GaAs:V dominują centra EL2, chara-
kteryzujące się energią aktywacji 0.76±0.01 eV. Koncentracja tych 
centrów wynosi odpowiednio ~ lxl0^xm"^ i ~ 6xl0^^cm'^. W warstwach wy-
tworzonych w GaAs:Cr dominują pułapki elektronowe związane z chromem 
(Ea=0.69±0.01eV), których koncentracja jest rzędu 3xl0^^cm 

Opracowano procedurę wyznaczania profilu rozkładu koncentracji głę-
bokich centrów defektowych w warstwach implantowanych. Wyznaczono 
profile rozkładu koncentracji dla dominujących centrów defektowych, po-
chodzących z póhzolującego GaAs. Równomierne rozkłady koncentracji 
tych centrów potwierdzają prawidłowość działania zastosowanej procedury. 
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